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【はじめに】近年の Ga2O3デバイス研究開発の国内外の進展は目覚ましく，すでに SiCや GaN デ

バイスに迫る特性を持つ SBDやMOSFET が報告されている．このように研究開発が世界的に急

拡大していることから，将来的に化合物半導体の特性を活かした(AlxGa1-x)2O3/Ga2O3 ヘテロ接合

デバイスも実現されると考えられる．その第一歩として，我々は変調ドープ構造を作製し，接合

界面におけるキャリアの閉じ込めを観察したので報告する． 

【実験結果・考察】分子線エピタキシーを用いて，β-(AlxGa1-x)2O3薄膜を β-Ga2O3(010)基板上に成

長させた．Fig. 1 に薄膜の XRD パターンを示す．高結晶性を反映したラウエ振動が確認でき，

ピーク角度解析から膜厚は 54 nm，Al組成は 0.175であることが分かった．このヘテロ接合に対

して SIMS深さ分析を行ったところ，Fig. 2に示すように界面付近で局在した Siの存在が確認で

きた．これは，β-(AlxGa1-x)2O3薄膜成長時に，成長前基板表面の吸着物に含まれる Siが取り込ま

れたことを表していると考えられる．同様の Si局在は，β-Ga2O3ホモエピタキシャル成長におけ

る薄膜/基板界面近傍でも観察されている[1]．そして，この Si分布から，我々は作製したヘテロ

接合では変調ドーピングが実現できていると予想し，裏面にオーミック電極，表面に Au電極を

形成して，C-V測定を用いて評価した．Fig. 3に測定結果を解析して得たキャリアの深さ方向依

存性を示すが，キャリア密度が界面付近でピークを持つことを確認した．これは，変調ドーピン

グによるキャリア閉じ込めを反映した結果であり，ヘテロ接合系が二次元電子ガスを利用したデ

バイスに応用可能であることを示している． 

【謝辞】本研究は科研費（26709020，16K13673），井上財団より援助を受けました．また，京都
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Fig. 1.  XRD pattern of 

theβ-(AlxGa1-x)2O3 film. 
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Fig. 2.  Depth profiles of Si and 

Ga2 secondary ion.  
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Fig. 3.  Depth profile of carrier 

concentration.  
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